
SiC デバイスで

をサポート

第2世代
SiCショットキーバリアダイオード

表面構造の最適化および薄ウエハ技術適用により、従来製品
( 第 1 世代 SiC ショットキーバリアダイオード ) に比べ低導通
損失 ( 低 VF) 、 高サージ耐量 ( 高 IFSM)、高放熱を実現しました。
これらによりさらなる電源の高効率化・小型化・高電力密度化
をサポートします。

用途例：サーバー、通信機器、
　　　　UPS、パワーコンディショナー、
　　　　汎用電源、EV 用急速充電器 など  

パッケージ：TO-220-2、TO-220F-2、
　　　　　 TO-247-2

・電源の高効率を実現
　低 VF化により導通損失を従来製品から約 18% 低減

・素子温度上昇低減
　全温度領域にて従来製品に対してさらなる低導通損失を達成

・信頼性の向上
　サージ順電流による素子へのストレス耐性を約 64% 向上
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輸出に関してのお願い：本品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法（リスト規制・キャッチオール規制に関する政令・省令・通達等を含む）及び米国再輸出規制（直接製品規制を含む）
に従って、輸出許可又は承認が必要な場合は取得の上、輸出願います。

3. 信頼性の向上

1. 電源の高効率を実現 2. 素子温度上昇低減

低 VF化により従来品に対して導通損失を約 18%低減することが
可能。さらなる電源の高効率・小型化・高密度化に貢献。

従来品に対して全温度範囲で低VF化（従来比約18% 低減 )を達成。
素子温度の上昇を低減し、ヒートシンクの小型化に貢献。

製品系列

低 VF化と高サージ耐量 (IFSM) の両立を実現。
IFSM保証値は従来品 50Aに対して82Aに向上 (64%アップ )
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従来製品から第２世代
SiC-SBD に置き換える
だけで素子の温度上昇
を18℃低減
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Application : Telecom power supply,
Circuit : PFC + LLC (Exchanged PFC Diode)
Input : 200V AC 50Hz / Output : 48V DC, PFC fsw=70kHz, 
PFC Diode : 650V/10A
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